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ダイヤモンド中の窒素－空孔中心(NV センター)は、格子置換型窒素とそれに隣接した 1つの原
子空孔から成り、負に帯電した NVセンター (NV－)は、量子コンピュータ・量子通信・量子セン
サへの応用が期待されている。量子センサ応用にはダイヤモンドの表面近傍(数 nm程度以下)に
NV センターを作製することが望ましいが、そのような浅い NV センターは NV－としての電荷状
態が不安定になる。そこで、ダイヤモンド表面を炭素より高い電気陰性度を有する元素(酸素、フ
ッ素、窒素など)で被覆し、正の電子親和力(PEA)とし、NV－の電荷状態を安定化する試みがなさ
れている。我々は窒素ラジカル暴露により、高
い窒素被覆率を有する窒素終端(100)ダイヤモン
ドを作製し、初めて浅い NV－の電荷状態への窒
素被覆の有効性を観測した[1,2]。窒素終端(100)

ダイヤモンドは高い PEA (“Full N”構造: +3.46 

eV 、”N/H”構造: +0.32 eV )を有するが[3]、窒素
終端(111)表面においても同様に高い PEA 

(+3.23eV)を有することが計算で示されている
[4]。窒素終端(111)ダイヤモンドの表面構造は図
1のように最表面の窒素が 3 つの炭素と結合し
た構造である[4]。今回、(111)面上に高い窒素被
覆率を有する窒素終端ダイヤモンドの作製に成
功したので報告する。 

本研究ではラジカル源として純窒素ガスと水
素含有窒素ガス(窒素: 96% 、水素: 4% )の 2種
類を用いて窒素ラジカル暴露によって窒素終端
(111)ダイヤモンドを作製し、X 線光電子分光法
(XPS)による表面分析を行った。図 2に窒素終端
(111)ダイヤモンドの XPS測定結果を示す。図
2(a)に水素含有窒素ガス使用時、図 2(b)に純窒素
ガス使用時を示す。XPS測定結果から窒素被覆
率を算出する[5]と、純窒素ガス使用時は 0.60 

ML 、水素含有窒素ガス使用時は 0.28 MLとな
った。(111)面において純窒素ガス使用時は水素
含有窒素ガス使用時に比べて窒素被覆率が大
きくなることを確認した。浅い NV－の電荷状
態の安定化等については当日報告する。 
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図 2. (111)面窒素終端ダイヤモンド表面の 

XPS 測定結果 

図 1. (111)面上の窒素終端構造 
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